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窒化ガリウム（Gallium Nitride: GaN）はその大きな絶縁破壊電界や飽和電子速度から、高効率

パワーデバイス材料として期待されている。近年低転位かつ高品質なGaN自立基板の開発が進み、

それらを用いた縦型 GaNパワーデバイスの開発が可能となってきた。ところで、品質は向上しつ

つあるものの GaN 自立基板には依然として多数の転位が存在し、製法によるが貫通転位密度にし

て 104～107 cm-2と、既にパワーデバイスとして多数の実用例がある Siや SiC に比べて 2桁以上多

い。貫通転位は、GaN 縦型パワーデバイスにおいても、逆方向耐圧時にリーク電流の原因となる

ことが報告され [1,2]、高品質な GaN パワーデバイスのためには低転位化は必要と考えられる。

その際、どのような転位がデバイス特性に影響を与えるかを明らかにする必要がある。またそれ

をどのように判別するか、も重要である。 

本講演ではGaN on GaNで作製した pnダイオードの漏れ電流と転位の関係に関する研究状況及

び、最近の評価手法として結晶中の転位を三次元的に観察する多光子 PL 法を用いた各種 GaN 基

板上のエピ層の転位観察に加え、多光子 PL法を用いた転位物性評価への応用について紹介したい。 
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Fig1. (a) Leak spots of pin diode observed with emission 

microscope and (b) etch pits on dislocation observed 
with optical microscope.  

(a) (b) 

Fig2. Three-dimensional image of  

dislocations observed with multi-photon  
excitation photoluminescence  

microscope. 
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